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【はじめに】 
 ランダム媒質において、コヒーレント後方散乱やランダムレーザ
ーなどさまざまな現象が発見されている。本研究ではコヒーレント
後方散乱と光記録を比較することでランダム媒質中での光の振る舞
いの理解を深める。 
 
【原理】 
 コヒーレント後方散乱は、ランダム媒質にレーザーを入射すると、
入射された光が媒質中で多重散乱をおこし、図 1 の a のように散乱を
繰り返し入射光と反対方向に返ってくる光と、同じ光路を逆にたど
る光の光路長が等しいので、散乱媒質の外では必ず強めあうように
干渉することで生じる。このような干渉の結果、散乱媒質からの散
乱光の角度分布を測定すると、全ての角度に均一に散乱されるので
はなく、入射光に対してちょうど反対方向への散乱光が他の方向へ
の散乱よりも強くなりピークが生じる。(図 2)これはコヒーレント後
方散乱ピークと呼ばれている。ピークの形状は試料中の光の平均自
由行程が長くなるにつれて鋭くなる。 
(a 後方散乱における干渉) 
 一方、入射した光がランダム媒質中で多重散乱され互いに干渉す
ると、媒質内に不規則な明暗模様（強度分布）が作られる(図 1 b)。
ランダム媒質に光反応体が添加されていると、この強度分布を光
反応体量の分布として記録することができる。これが、多重散乱
光の干渉による光記録効果である。強い光で記録した後、弱い光
を入射し、例えば、光の入射角を掃引しながら試料からの蛍光強
度を測ると、記録光の入射角と一致した角度で、ホールが見られ
る。ホールの形状もまた試料中の光の平均自由行程が長くなるにつ
れて鋭くなる。 
 (b 光記録における干渉)
図 1 多重散乱における干渉 
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このようにコヒーレント後方散乱におけるピークの形状と光記録
におけるホールの形状は平均自由行程と関係があるが、現在まで比
較が行われていなかった。本研究ではコヒーレント後方散乱におけ
るピークの形状と光記録におけるホールの形状を比較し、両者の統
合的理解を目指す。 
 
【実験】 図 2 コヒーレント後方散乱ピーク 
 光反応によって照射光の波長領域の吸収率が変化する物質を蛍光
性光反応物質という。本実験では蛍光性光反応物質としてフルギド
誘導体を使用し、散乱体として酸化チタンを PMMA(ポリメタクリル
酸メチル)中に分散させた試料を用いて、コヒーレント後方散乱と光
記録を測定した。比較をする際の条件を同じにするため、共通の光
路で測定できる装置を作成した。 
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【結果】 
コヒーレント後方散乱のピークの形状と光記録のホールの反転形
状を規格化して示す。形状が一致するものとしないものが存在し、
図 3 は形状が一致した結果である。理論式と実験結果をあわせてコ
ヒーレント後方散乱のピークの形状と光記録のホールの形状の間の
関係を考察した。 
図 3 コヒーレント後方散乱と光記録の比較 
 
